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らかにするため， ラマン散乱，遠赤外吸収の実験結果に基づいてアモルファス Ge- Seの構造解析を行



























メモリーへの応用で、基本的な役割を演じる光誘起吸収端移動現象を電気伝導度，熱刺激電流， E S R な
どの電気的測定と赤外吸収， ラマン散乱などの光学的測定の両面から追究し，乙れに物性論的考察を加
えたもので多くの新知見を得ているが要約すると
(i) GeSx などのカルコゲナイド・アモ lレブァス半導体に吸収端付近の波長の光を照射すると吸収端が
長波長側に移動し'焼鈍によって可逆的に回復するが乙の際微結晶などの相変化がほとんど生じていな
い乙と，また，乙れが表面でなくパノレクの現象である乙とを明らかにしている。
什í) アモノレファス GeSx の赤外吸収及びラマン散乱から GeS4 の正 4 面体構造と S8 リングの近距離秩序
が共存している乙とを明らかにし また Ge の多い (x>1/3) 組成では Ge-Ge 結合による振動
が現れる乙とを指摘している。乙れらの事実からカノレコゲナイド・アモルファス半導体に対しorder
bond ne twork モデノレの方が random network モデルより適当であることを示唆している。
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(ii) アモノレファス As 4 Se 5 Ge の電気伝導が低温では正孔のバリアブル・レンジ・ホッピングによる乙
とを提案し，フェノレミ準位付近の局在準位密度が光照射によって増える乙とを明らかにしている。
(iV) アモルファス GeSxの ESR信号の組成 (x) 依存性，光照射及び焼鈍効果，不純物添加効果 ， T 
線照射効果なと、から ESR中心の正体はダングリングボンドであり Ge 過剰組成では Ge ， S 過剰
組成では S のダングリングボンドである乙とを推論している。また光照射による ESR信号の増加は
ダングリングボンドの創成によるよりも既存のダングリングボンドの荷電状態の変化，即ち正または
負に荷電したダングリングボンドの中性ダングリングボンドへの移行 (Mott -S tree t モデノレ)によ
るものと結論している。
以上述べたように本論文はアモルファス半導体物性に関する多くの新和見を含み，半導体工学に寄与
する所が大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める口
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